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ABSTRACT

Synthesis of ammonium hexafluoroindium gallate gowbrough sol-gel and drying
method has been done. Sample ammonium hexafluansinglallate have consist of galium
nitrate Ga(NO}.6H,O, indium nitrate In(NOQ)H,O, ammonium hidroxide N@H and
ammonium fluoride NiF. The synthesized prepared sample were charaeteusing SEM and
EDX to determine the morphology and chemical coitipas

SEM morphology of the ammonium hexafluoroindiuntagalindicated that the crystal
leads octahedral with each fraction variation mohdium (x) on the ammonium
hexafluoroindium gallate (NH4nxGg:1-»Fs composition with fraction mol indium (x) O, 0, 25;
0.50, 0.75 and 1.
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INTISARI

Telah dilakukan sintesis serbammonium hexafluoroindium gallatenelalui metode
sol-gel dan drying. Sampelammonium hexafluoroindium gallate merupakan paduan dari
galium nitrate Ga(NO}.6H,O, indium nitrate In(NO)z.H,O, ammonium hidroxid®&H,OH dan
ammonium fluorideNH4F. setelah melalui proses sintesis, sampel dikargkssi melalui SEM
dan EDX untuk mengetahui morfologi dan komposisi dahan tersebut.

Morfologi dari hasil SEMammonium hexafluoroindium gallat®menunjukkan bahwa
kristal mengarah ke oktahedral dengan masing-masar@si fraksi mol indium (x) pada
komposisiammonium hexafluoroindium gallatiH,)sIn,Ga -« Fes dengan fraksi mol indium (x)
0,;0,25,0,50;0,75dan 1

Kata kunci: Morfologi, sol-gel, drying, gallium nitratelanindium nitrate.




BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Indonesia sangat potensial mengembangkan sumbegi enatahari sebagai sumber
energi alternatif untuk menggantikan minyak bummgaersediaannya mulai menipis, karena
Indonesia sebagai negara tropis mendapatkan cahatahari rata-rata 2000 jam per tahun.
Cahaya matahari memiliki intensitas daya panasssel® mW/crfy berarti dalam sehari dapat
dihasilkan energi surya sebesar 360 joule pef (@engan menganggap efisiensi sel surya
sebesar 10 %) (Anonymous, 1996).

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakdahssatu sumber energi alternatif
yang ramah lingkungan. Karena dalam penggunaarelysus/a tidak memerlukan bahan bakar
untuk mengubah cahaya matahari menjadi energkli@ehingga energi listrik yang dihasilkan
oleh sel suryaukup besadalam jumlah yang tak terbatas oleh waktu (Ismelkk., 1999).

Khusus bahan sel surya dari golongan IlI-V sampat éni masih mempunyai efisiensi
paling tinggi dibandingkan bahan lainnya, yaitu @&ahun 2010 ditargetkan efisiensi mencapai
28%, sedangkan pada tahun 2030 ditargetkan efisimasmencapai 50% (Kurokawa K., 2004).

Pada awalnya penelitian bahan sel surya dari galond-VV diawali dengan material
GaAs, GaP maupun paduannya seperti GaNPAs dengdnpiga optik berkisar 1,5 — 2,0 eV
(Geisz J.F., et.al., 2002).

Meskipun bahan ini bisa direkayasa celah pita ogak namun demikian belum dapat
memenuhi semua celah pita optik cahaya tampak tgdgpat pada spektrum cahaya matahari
(sekitar 1 — 3 eV). Sebagai usaha untuk mendapat&kain pita optik semua cahaya tampak
maka dilakukan sistemmulti-junctiondengan membuat beberapa lapisan sebagai tandem dala
satu film yang memenuhi semua celah pita optik g@hampak, namun demikian biaya yang
dibutuhkan untuk modehulti-junctionjelas cukup mahal (Yamaguchi M., et.2004).

Perkembangan penelitian selanjutnya untuk bahanseefa dari golongan IlI-V
difokuskan pada bahan llI-Nitrida terutama InN daGaN yang mempunyai celah pita optik
sekitar 0,7 hingga 3,4 eV. Berbagai metode untulup®uhan InGaN atau bahan golongan llI-
Nitrida sebagai bahan dasar sel surya telah dilkukantaranya, PA-MOCVIMetode Plasma
Assisted Metal Organi€hemical Vapour Depositign(Suryani, 2000), MOCVD Nletalorganic




Chemical Vapor Depositign (Suprianto, 2003),HVPE (Hydride Vapor Phase Epitaky
(Stringfellow, 1996) MBE (Molecular Beam Epitajy(Kim et al, 1998), danPLD (Pulse Laser
Depositior) (Oritaet al.,2000)

Pada tugas akhir ini diteliti mengenai sinteaimmonium hexafluoroindium gallate
sebagai bahan dasar lapisan tipis InGaN yang ditersgan menggunakan metagitd-geldan
drying yaitu metode baku yang melibatkan pencampuran blah@a hingga larut dan terbentuk
gel, kemudian dilakukan pemanasan untuk mendapatkaterial padat dari material cair.
Metode ini sangat menarik dilakukan karena relatidah dengan biayaperasional murah dan
tanpa menggunakan alat bantuan khusus sepertimpattale PA-MOCVD, MOCVD, HVPE,
MBE dan PLD. Sehingga nantinya diharapkan diperoleh hasiimpel amonium
hexafluoroindium gallate sebagai bahan dasar penumbuhan lapisan tigigG&N yang
digunakan untuk aplikasi material sel surya.

1.2  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dipep#almusan masalah yaitu bagaimana

mensintesiammonium hexafluoroindium gallayang disusun dari indium (x) dan gallium (1-x)

dengan fraksi mol sebesar 0 ; 0,25 ; 0,50 ; Oa#bIddengan menggunakan metsdegeldan

drying sebagai bahan dasar InGaN untuk aplikasi mateiausya.

1.3 Batasan Masalah
Batasan permasalahan dari penelitian ini adabhgai berikut :

1. Sampel uji yang digunakan adalammonium hexaflouroindium gallateengan fraksi mol
indiumsebesar 0 ; 0,25 ; 0,50 ; 0,75 dan 1.

2. Ammonium hexaflouroindium gallatéNHas)sinyGa (1Fs disusun darigalium nitrate
Ga(NO}.6H,0, indium nitrateIn(NO);.H,O, ammonium hydroxid&lH,;OH danammonium
fluoride NH4F.

3. Pengujian sampedmmonium hexaflouroindium gallatgilakukan dengan menggunakan
SEM dan EDX.




4. Parameter yang diteliti meliputi mikrostruktlammonium hexaflouroindium gallabeeserta
prosentase atom Indium dan Galium sebagai penydatrammonium hexaflouroindium

gallate.

1.4  Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitraradalah :

1. Mendapatkan sampel ammonium hexafluoroindium galjang disusun dari indium (x) dan
gallium (1-x) dengan fraksi mol 0 ; 0,25 ; 0,50,7®dan 1 yang disusun dgalium nitrate
Ga(NOX.6H,0, indium nitrateIn(NO);.H,O, ammonium hydroxid&lH,OH danammonium
fluoride NH4F.

2. Mengetahui mikrostruktur dammonium hexafluoroindium gallateelalui karakterisasi
SEM.

3. Mengetahui presentase komposisi kimia dari atomumddan gallium yang menyusun

sampelammonium hexafluoroindium gallateelalui karakterisasasi EDX.

15 Manfaat Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh faansebagai berikut :
1. Mendapatkan bahan utama untuk film tipis InGaRNagai material sel surya dengan metode
pyrolisis.
2. Memberikan kontribusi tentang karakteristik bmhmmonium hexaflouroindium gallate
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